Tranzystor
BF504

n-p-n

Tranzystor krzemowy BF504, w obudowie metalowej TO-5, konstrukcji mesa, §redniej mocy,
wielkiej czgstotliwosci jest wykonany technologia dyfuzyjna. Baza tranzystora jest polaczona elek-

trycznie z obudowa.

Tranzystor BF504 jest przeznaczony do stosowania w ukladach automatyki, wzmacniaczach

w.cz. 1 oscylatorach.

Graniczne wielko$ci eksploatacyjne

Napiecie kolektor-emiter Ucko
Napiecie kolektor-baza Ucso
Napiecie emiter-baza Ugso
Prad kolektora Ic
Prad bazy Ig
Temperatura zlacza f
Temperatura sktadowania Eiii
Moc strat kolektora (f,,; = 25°C) P
Opornosci termiczne
— zlacze kolektora-powietrze R,I,,”_u )
— zlacze kolektora-obudowa Rincj—e)
Parametry statyczne (/;,, = 25°C)
Ic Uck Ig haige
mA \" mA S
10 6 0,33(1) | 30(= 10)*
10 — | 1 J 10

Typ wycofany — dane dla celow serwisowych

15 Vv
15 A%
4 \%
50 mA
5 mA
150 °C
—55...4-150 *C
300 mw
< 420 deg/W
= 150 deg/W
UHE 1 UEEMI
\Y | A"/
0,8 —
— 0,4 (=< 0,8)

* Tranzystory BF504 moga by¢ oznaczone cyfrg rzymska lub kropka kolorows ze wzglgdu na wartosic hs g wedlug

kodu:

grupa haip 10...30 | 25...35 ] 30...70 ~ 60..90 70...130 110...170

kolor kropki czarny niebieski |f szary zolty 1. E?qznwy zielony
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Prad wsteczny kolektor-baza
przy Ucgo =6 V

Prad wsteczny kolektor-baza
przy Uecgo = 6 V (tump = 150°C)

Napiecie przebicia kolektor-baza
przy Icpo = 10 pA

Napigcie przebicia kolektor-emiter
przy Icgo = 10 mA

Napiecie przebicia emiter-baza
przy Igpo = 10 pA

Parametry dynamiczne (f,mp = 25°C)

Czestotliwos¢ przenoszenia
Pry Uceg = 6V, IC = 10 Il‘lA,

fo = 20 MHz
Wspolczynnik zwarciowy wzmochienia
pradowego
przy Ucg = 6 V, I = 5 mA,

f, = 1 kHz

Pojemnos¢ kolektora
przy Ucy =6 V, Ic — 0,
fo =35 MHz

Stala czasu sprzezenia zwrotnego
Przy Ur=6YV, Ic =10 mA,
fo =5 MHz

Icpo

Il‘.'_.‘ﬂf}

U{BRJCBU

U{'B R)CEQ

U{BH}EBG

Jr

h‘z 1E

0,01 (<< 0,5)

10 (<< 200)

30 (== 15)

45 (= 15)

15 (= 4)

85 (= 50)

30 (== 10)

15 (< 25)
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Wspolczynnik wzmocnienia Prad kolektora I: = f(Upgy);
pradowego h21x = f(lc); Tamp = parametr
famp = parametr (Uklad wspolnego emitera)
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Charakterystyka wyjsciowa Charakterystyka wyjsciowa
Ic = f(Ucg); [g == parametr Ic = f(Ucg); Iy = parametr
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Prad kolektora I¢ = f(Usr); Pojemnosc¢ kolektor-baza
Iy = parametr Cecso = f(Ucso)
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Czestotliwo$é przenoszenia Zaleino$é temperaturowa pradu
fr = fdo); Ucg = parametr; wstecznego Icso = S(Zamp) '
f, =20 MHz 1 — wartoéé graniczna, 2 — wartos<
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Rezystancja wejsciowa
hiie = f(Ic); Uceg = parametr;

f= 1000 Hz

Wspolczynnik sprzezenia zwrot-
nego hi2e = f(lc); Uce = para-
metr; f= 1000 Hz
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Zwarciowy wspolczynnik
wzmocnienia pradowego
ha1e = flc); Ucg = parametr,
f= 1000 Hz

214

80

[us]

Naze
/0

famb- 25 nE

I

]

ERAC

Admitancja wyjsciowa

Nhi2e == fIc); Ucp = parametr,

f = 1000 Hz



